Test- GESE-2008-2009
1.Начертайте сх. oзначения, идеализираните изходни х-ки и условията за включено и изключено състоние на диод, симистор и МОS тр-р.
2.Начертайте сх. означения, идеализираните изходни х-ки и условията за включено и изключено състоние на бип.тр-р, диоден тиристор и IGBT
3.Начертайте сх. означения , идеализираните изходни х-ки и условията за включено и изключено състоние на  GТО,  несиметричен тиристор и IGBT

4. Начертайте сх. означения , идеализираните изходни х-ки и условията за включено и изключено състоние на   тиристор, МОS тр-р и IGBT

5 Начертайте схмата в която се определя класът на СППЕ по ток

6. Защо Iдоп на диодите е различен в различните токоизправителни схеми. Докажете го със съответните диаграми.

7. Докажете графично необходимостта от изравняващи елементи при паралелно срързване на мощни диоди.

8.Начертайте схеми с изравняващи елементи при паралелно свързване на диоди.

9. Покажете графично и обяснете ефекта di/dt  при  СППЕ..

10. Начертайте ВАХ на електрическия и на топлинния пробиви в СППЕ.

11.Докажете графично необходимостта от изравняващи елементи при последователно срързване на тиристори.

12.Начертайте схеми с изравняващи елементи при последователно свързване на диоди.

13. Обяснете ефекта  du/dt   при  тиристорите.

14. Обяснете потенциалната бариера в силовия PN -преход. От какво зависи височината й?

15. Начертайте структурата и потенциалната диаграма на силовия диод.

16. Начертайте ВАХ на мощния  диод и обяснете разликата с ВАХ на PN-прехода

17. Напишете формулите апроксимиращи ВАХ на силовия диод

18. Изведете формулата за електрическите загуби в диода при работа на 50 Нц

19. Начертайте структурата и захранванията на БТ в нормален режим.

20. Обяснете причините за разликите между свързванията ОBи ОЕ на БТ

21. Напишете формулите апроксимиращи колект.х-ки на БТ при свързване ОB и ОЕ.

22. На основата на схемата на ключ с БТ напишете условията транзисторът да е в насищане или в отсечка.

23. Обяснете схемно и физически режима на насищане на БТ.

24. Начертайте областта на допустима работа на БТ в координати  Ic=f(Uce)

25.Начертайте формите на базисния и колекторен ток при имлулсен режим на работа на БТ

26. Напишете формулата за определяне на ел.загуби в БТ на етапа на неговато отпушване в имп.режим на работа.

27. Напишете формулата за определяне на ел.загуби в БТ на етапа на неговато запушване в имп.режим на работа.

28. Напишете формулата за определяне на ел.загуби в БТ на етапа на неговата проводимост в имп.режим на работа.

29.Напишете формулата за определяне на максималната температура на колекторния преход на БТ като функция на електрическите загуби.

30. Начертайте структурата на тиристора и транзисторния й аналог 

31. Напишете условието за включване на тиристорната структура чрез коефициентите  α и β    на съставящите го транзистори.

31. Начертайте ВАХ на еднооперационния тиристор.

32. Какво значи “ток на удържане I уд “ и ток на изключване Iо    “

33. Начертайте пусковата област на тиристора.

34. Начертайте кривата на анодния ток в преходния процес на запушване на тиристора.

35. Начертайте схемата, в която е възможно определянето формата на тока и напрежението през тиристора при протичане на синусоидален ток

36.Начертайте структурната схема и ВАХ на диодния симистор

37. Защо параметърът du/dt   при симисторите е много критичен.Обяснете го графически на основата на променливотоков регулатор с RL -товар.
38. Начертайте структурната схема и ВАХ на несиметричния тиристор

39. Начертайте графиките на анодня и катодния ток при запушване на двуоперационния тиристор и обяснете вида им.

40. Начертайте структурната схема на МОS транзистора.

41. Начертайте структурната схема на вертикалния мощен МОS транзистор.

42. Кои са най-важните разлики между мощния биполярен и МОS транзистори

43. Какво е “показател на качество ПК”в мощните МОS транзистори

44. Начертайте изходната и проходна характеристики на мощните МОS транзистори.

45.Начертайте схемата на ключа, в която се измерват импулсните параметри на МОS транзисторите.

46.Начертайте графиките на гейтовото и дрейновато напрежения в импулсен режим на работа на мощния МОС транзистор.

47. Начертайте възможните графики на тока и напрежението на етапа на включване на МОS транзисторите.

48. Напишете формулата за ел.загуби в МОS транзистора на етапа на проводимост

49. Начертайте структурата на IGBT.
50   Начертайте транзисторния аналог на     IGBT
51. Начертайте изходната и проходна характеристика на  IGBT       .

52.  Начертайте графиките на гейтовото и колекторното напрежения в импулсен

режим на работа на IGBT

53. Начертайте графиките на гейтовото  напрежение и на колекторния ток в импулсен режим на работа на IGBT.

54. Кои са основните причини, които ограничават времената на включване и изключване на МОS транзисторите.

